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(57)【要約】
【課題】　本発明は、スパッタリングターゲット中の水素含有量を低減させることで、ス
パッタリングターゲットの機械強度が改善された、ＭＴＪ素子作製をはじめ、ＨＤＤ用合
金等や磁気記録用媒体等の薄膜製造などに用いるＣｏＦｅＢ系スパッタリングターゲット
材を提供することにある。
【解決手段】　ａｔ．％で、Ｂを１０～５０％含有し残部がＣｏとＦｅの少なくとも１種
、不可避的不純物からなり水素含有量が２０ｐｐｍ以下であることを特徴とするスパッタ
リングターゲット材。
【選択図】　　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａｔ．％で、Ｂを１０～５０％含有し残部がＣｏとＦｅの少なくとも１種、不可避的不純
物からなり水素含有量が２０ｐｐｍ以下であることを特徴とするスパッタリングターゲッ
ト材。
【請求項２】
ａｔ．％で、Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗ，Ｍｎ，Ｒｅ，Ｒｕ，
Ｒｈ，Ｉｒ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｃｕ，Ａｇから選ばれる１種類以上の元素を２０％以下
含む請求項１に記載のスパッタリングターゲット材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＭＴＪ素子作製用をはじめ、ＨＤＤ用合金等や磁気記録用媒体等の薄膜製造
などに用いるＣｏＦｅＢ系スパッタリングターゲット材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　磁気ランダムアクセスメモリ（ＭＲＡＭ）は磁気トンネル接合（ＭＴＪ）素子を有する
。磁気トンネル接合（ＭＴＪ）素子はＣｏＦｅＢ／ＭｇＯ／ＣｏＦｅＢのような構造を有
し、高いトンネル磁気抵抗（ＴＭＲ）信号、低いスイッチング電流密度（Ｊｃ）などの特
徴を示す。
【０００３】
　磁気トンネル接合（ＭＴＪ）素子のＣｏＦｅＢ薄膜は、ＣｏＦｅＢターゲットのスパッ
タリングにより形成される。ＣｏＦｅＢスパッタリングターゲット材として、例えば特開
２００４－３４６４２３（特許文献１）に開示されているように、アトマイズ粉末を焼結
して作製することを特徴としたスパッタリングターゲット材が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３４６４２３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した特許文献１のようにアトマイズ粉末を焼結してスパッタリングターゲット材を
作製することは、有効な手法ではあるが、単に特許文献１に記載された方法のみでは、良
好なターゲット材とはならない。すなわち、単純にアトマイズした粉末を焼結するだけで
はスパッタリングターゲット材の強度が低下するという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述したような問題を解消するために、発明者らは鋭意開発を進めた結果、スパッタリ
ングターゲット材中の水素含有量を低減させることでスパッタリングターゲットの機械強
度低下が改善されることを見出し、発明に至った。
【０００７】
　その発明の要旨とするところは
（１）ａｔ．％で、Ｂを１０～５０％含有し残部がＣｏとＦｅの少なくとも１種、不可避
的不純物からなり水素含有量が２０ｐｐｍ以下であることを特徴とするスパッタリングタ
ーゲット材。
（２）ａｔ．％で、Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗ，Ｍｎ，Ｒｅ，
Ｒｕ，Ｒｈ，Ｉｒ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｃｕ，Ａｇから選ばれる１種類以上の元素を２０
％以下含む前記（１）に記載のスパッタリングターゲット材にある。
【発明の効果】
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【０００８】
　以上述べたように、本発明は機械強度に優れたスパッタリングターゲット材を提供する
ことにある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明について詳細に説明する。
本発明に係る成分組成として、Ｂをａｔ．％で１０～５０％とした理由は、１０％未満で
はスパッタ時、十分な非晶質とならず、また、５０％を超えると本発明の効果に関係なく
、スパッタリングターゲット材の強度が低下するため、その範囲を１０～５０％とした。
好ましくは２０～５０％とした。
【００１０】
　ＣｏとＦｅは、磁性を付与するもので、ＣｏとＦｅの合計含有量が５０％以上とする。
また、水素の含有量は２０ｐｐｍ以下とする。水素は粉末中に不可避的に存在する元素で
あるが、残存する量が２０ｐｐｍを超えると強度が低下することから、２０ｐｐｍとした
。望ましくは１０ｐｐｍ以下とする。なお、その他の不純物は１０００ｐｐｍまで含んで
もよい。また、Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗ，Ｍｎ，Ｒｅ，Ｒｕ
，Ｒｈ，Ｉｒ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｃｕ，Ａｇから選ばれる１種類以上の元素の添加量が
２０％以下であれば、同様に効果を発揮する。望ましくは１２ａｔ．％以下、さらに望ま
しくは１０ａｔ．％以下とする。
【００１１】
　上記水素の含有量を２０ｐｐｍ以下とするためには、Ｂを１０～５０％含有し、残部が
ＣｏとＦｅの少なくとも１種、不可避的不純物からなるＣｏ－Ｆｅ－Ｂ系合金のアトマイ
ズ粉末を５００μｍ以上の粗粉を除去し、次いで、粒度条件Ａ，Ｂ，Ｃのいずれか処理し
た後、焼結することにある。ここで、粒度条件Ａ，Ｂ，Ｃとは、５μｍ以下の粉末の量が
１０％以下、３０μｍ以下の粉末が４０％以下となる粉末粒度（粒度条件Ａ）とする。ま
た、５μｍ以下の粉末の量が８％以下、３０μｍ以下の粉末が３５％以下となる粉末粒度
（粒度条件Ｂ）とする。さらに、５μｍ以下の粉末の量が５％以下、３０μｍ以下の粉末
が３０％以下となる粉末粒度（粒度条件Ｃ）と定義する。
【００１２】
　上述した粒度条件Ａ，Ｂ，Ｃとした理由は、いずれも、ガスアトマイズ粉末中の５００
μｍ以上の粗粉を除いた粉末中の微細粉末を除くための条件を３区分の粒度条件で定めた
ものである。これは、粒度分布を２条件で定めたもので、粒度条件Ａは、１条件は５μｍ
以下の粉末の量が１０％以下、２条件はより粒度の大きい３０μｍ以下の粉末を４０％以
下とする。また、粒度条件Ｂは、１条件は粒度条件Ａと同様、５μｍ以下の粉末の量が８
％以下、２条件は３０μｍ以下の粉末を３５％以下とする。さらに、粒度条件Ｃは、粒度
条件Ａ，Ｂと同様、５μｍ以下の粉末の量を５％とし、２条件は３０μｍ以下の粉末を３
０％以下とする。すなわち、粒度条件Ａ，Ｂ，Ｃは、粒度５μｍ以下を１０％以下、８％
以下、５％以下と規制し、また、粒度３０μｍ以下を４０％以下、３５％以下、３０％以
下と割合を段々と少なく規制した。この３区分の粒度条件での水素含有量および抗折強度
を示している。
【００１３】
　上記、ガスアトマイズ粉末の５００μｍ以上の成形に向かない粗粉を除去した後、粒度
条件Ａ，Ｂ，Ｃのいずれかを処理にすることにより、微粉を除去することにある。なお、
成形に向かない粗粉の除去は５００～２５０μｍの間であればどの粒度で除去してもよい
。この微粉を除去による方法で作製した固化成形体は水素の含有量を２０ｐｐｍ以下とす
ることが可能となる。これを、ワイヤーカット、旋盤加工、平面研磨により、直径１８０
ｍｍ、厚さ７ｍｍの円盤状に加工し、スパッタリングターゲット材とした場合に、スパッ
タリングターゲット材の強度が向上する。
【実施例】
【００１４】
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　以下、本発明に係るスパッタリングターゲット材について実施例によって具体的に説明
する。表１、２、５、６に示す成分組成について、溶解原料を秤量し、減圧Ａｒガス雰囲
気あるいは真空雰囲気の耐火物坩堝内で誘導加熱溶解したあと、坩堝下部の直径８ｍｍの
ノズルより出湯し、ガスアトマイズした。このガスアトマイズ粉末の５００μｍ以上の成
形に向かない粗粉を除去し、次に微粉を除去するために、粒度条件Ａ，Ｂ．Ｃのいずれか
処理をした後、それぞれを１１０℃の炉に入れて水分乾燥を実施した粉末を原料として、
外径２２０ｍｍ、内径２１０ｍｍ、長さ２００ｍｍのＳＣ製の缶に脱気装入した粉末充填
ビレットを表１または表２に示すそれぞれの条件で焼結し焼結体を作製した。
【００１５】
　一方、表３および表７の原料粉末欄に示す成分組成について溶解原料を秤量し、表１、
２、５、６に示す成分組成の場合と同様、減圧Ａｒガス雰囲気あるいは真空雰囲気の耐火
物坩堝内で誘導加熱溶解したあと、坩堝下部の直径８ｍｍのノズルより出湯し、ガスアト
マイズした。なお、表７に示す原料粉末の内、純Ｔｉ、純Ｂ、純Ｖ、純Ｃｒは市販されて
いる、粉末サイズが－１５０μｍ以下の粉末を使用した。このガスアトマイズ粉末の５０
０μｍ以上の成形に向かない粗粉を除去し、かつ成形に用いる粉末中に占める、粉末粒度
を粒度条件Ａ，Ｂ，Ｃのいずれか処理することにより、微粉を除去し、１１０℃の炉に入
れて水分乾燥を実施した粉末を原料として、表３に示す混合比の割合での粉末を、Ｖ型混
合器で３０分まぜることで表３に示す組成とし、外径２２０ｍｍ、内径２１０ｍｍ、長さ
２００ｍｍのＳＣ製の缶に脱気装入した。上記の粉末充填ビレットを表３に示す条件で焼
結し焼結体を作製した。上記の方法で作製した固化成形体を、ワイヤーカット、旋盤加工
、平面研磨により、直径１８０ｍｍ、厚さ７ｍｍの円盤状に加工し、スパッタリングター
ゲット材とした。
【００１６】
　次に、表４に示す成分組成について、溶解原料を秤量し、減圧Ａｒガス雰囲気あるいは
真空雰囲気の耐火物坩堝内で誘導加熱溶解したあと、坩堝下部の直径８ｍｍのノズルより
出湯し、ガスアトマイズした。このガスアトマイズ粉末の５００μｍ以上の成形に向かな
い粗粉を除去した粉末を原料として、外径２２０ｍｍ、内径２１０ｍｍ、長さ２００ｍｍ
のＳＣ製の缶に脱気装入した。上記の粉末充填ビレットを表４に示す条件で焼結し焼結体
を作製した。上記の方法で作製した固化成形体を、ワイヤーカット、旋盤加工、平面研磨
により、直径１８０ｍｍ、厚さ７ｍｍの円盤状に加工し、スパッタリングターゲット材と
した。
【００１７】
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【表１】

【００１８】
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【表２】

【００１９】
【表３】

【００２０】
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【表４】

【００２１】
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【表５】

【００２２】
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【表６】

【００２３】
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【表７】

　表１～３に示すＮｏ．１～３２、および表５～７に示すＮｏ．４０～８７、Ｎｏ．９１
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～１０６は本発明例であり、表４に示すＮｏ．３３～３９、および表６に示すＮｏ．８８
～９０は比較例である。
【００２４】
　なお、粉末の粒度はレーザー回折・散乱式粒子径分布測定装置（マイクロトラック）に
て測定し、確認した。また、成形方法は、ＨＩＰ、ホットプレス、ＳＰＳ、熱間押し出し
等方法は問わない。評価方法としては、水素含有量は不活性ガス融解－非分散型赤外線吸
収法によって測定した。機械強度は横４ｍｍ、縦３ｍｍ、長さ２５ｍｍのＴＰをワイヤー
で割り出したものを、三点曲げ試験によって評価した。三点曲げ試験の条件は、支点間距
離２０ｍｍで実施し、縦方向に圧下しその時の応力（Ｎ）を測定し、次の式に基づき、三
点曲げ強度とした。三点曲げ強度（ＭＰａ）＝（３×応力（Ｎ）×支点間距離（ｍｍ））
／（２×試験片の幅（ｍｍ）×（試験片厚さ（ｍｍ）2 。この三点曲げ強度を抗折強度（
ＭＰａ）で表示した。
【００２５】
　本発明に係るＮｏ．１～２６、Ｎｏ．４０～９０は、表１、２および表５、６に示す成
分組成についてのスパッタリングターゲット材であり、表３、表７に示すＮｏ．２７～３
２、およびＮｏ．９１～１０６は、複数の原料粉末から製造されたスパッタリングターゲ
ット材である。いずれも本発明の条件であるＢを１０～５０％含有し残部ＣｏとＦｅの少
なくとも１種、不可避的不純物からなり、かつ水素含有量を２０ｐｐｍ以下の条件を満足
することから、抗折強度２００ＭＰａ以上を達成することが出来た。
【００２６】
　一方、表４に示す比較例Ｎｏ．３３は、粒度５μｍ以下の粉末量が１１％と多いために
Ｈ含有量が高くなり、抗折強度１５０ＭＰａと低い。比較例Ｎｏ．３４は、Ｂ成分組成が
低く、かつ粒度３０μｍ以下の粉末量が４１％と多いために、水素含有量が３０ｐｐｍと
高くなり、抗折強度１８０ＭＰａと低い。同様に、比較例Ｎｏ．３５、３７は、粒度５μ
ｍ以下の粉末量が１２％、１３％多いために、いずれも水素含有量が高くなり、抗折強度
１３０ＭＰａ、１５０ＭＰａと低い。
【００２７】
　比較例Ｎｏ．３６、３８は、粒度３０μｍ以下の粉末量が４２％、４３％多いために、
いずれも水素含有量が高くなり、抗折強度１６０ＭＰａ、１４０ＭＰａと低い。比較例Ｎ
ｏ．３９は、粒度５μｍ以下、３０μｍ以下の粉末量が１４％、４５％とそれぞれ多いた
めに、水素含有量が高くなり、抗折強度１００ＭＰａと低く強度の極めて悪いことが分か
る。表６に示す比較例Ｎｏ．８８～９０は、Ｔ，，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｃｒ，
Ｍｏ，Ｗ，Ｍｎ，Ｒｅ，Ｒｕ，Ｒｈ，Ｉｒ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｃｕ，Ａｇから選ばれる
１種類以上の元素が２０％を超えて含まれているので、発明の効果なく強度が脆いことが
分かる。
【００２８】
　以上述べたように、本発明により、スパッタリングターゲット中の水素含有量を低減さ
せることで、スパッタリングターゲットの機械強度が改善された、ＭＴＪ素子作製用をは
じめ、ＨＤＤ用合金等や磁気記録用媒体等の薄膜製造などに用いるＣｏＦｅＢ系スパッタ
リングターゲット材を提供することを可能とした極めて優れた効果を奏するものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　特許出願人　山陽特殊製鋼株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　代理人　　弁理士　　椎　名　　彊
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